Vliv parazitnich kapacit na spinani tranzistoru MOSFET

Jan Roub

Vybijeni a nabijeni parazitnich kapacit u tranzistoru typu MOSFET ovliviiuje jeho
dynamické chovani. Na obrazku ¢. 1 je zobrazeno nahradni schéma MOSFET
tranzistoru z hlediska parazitnich kapacit.
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(obrdzek ¢. 1)
Vstupni kapacita MOSFET tranzistoru je dana vztahem ¢. 2.
Cin=Cgs+Cwmi, kde Cmi =(1+gsZ)Cop (vztah C. 2)

Pti zapinani MOSFET tranzistor( je zapotiebi zna¢nych nabijecich proudd,
protoze vstupni kapacita Ci, (vztah ¢. 1) je relativné velka. Velké nabijeci proudy
maji tudiz za nasledek relativné velky ztratovy vykon v obvodu ridici elekrody.
Pokud skokem privedeme napéti mezi hradlo (Gate) a emitor (Source), zacnou se
nabijet kapacity Cgs a Cep. Rychlost sepnuti a rozepnuti tranzistoru nejvice
ovliviiuje rychlost nabiti parazitni kapacity Cgs (gate-source). Napéti nartista a pokud
prekroc¢i hodnotu Ugs(), prechazi soucastka do propustného stavu.

Napéti Ugs(tn) je dosaZeno v Case tq, ktery je urCen vztahem ¢. 3:
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Odpor Rgje celkovy sériovy odpor hradla (Gate). Cim véts$i bude vstupni kapacita
Cin a celkovy sériovy odpor Rg, tim bude delSi bude doba sepnuti soucastky.

Tranzistor ziistava v sepnutém stavu, pokud napéti Ugs>Ups.
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